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요약

본 발명은 두꺼운 산화물 구조 및 얇은 산화물 구조(142, 146)를 제공하는 방법으로서 집적회로(112) 상의 중심 영역

(108)과 주변 영역(109) 간의 스텝 변화를 줄인다. 얇은 LOCOS 구조(146)는 집적회로(112) 상의 중심 영역(108) 및 주변

영역(109) 내에 제공된다. 얇은 LOCOS 구조들(146, 148)은 플래시 메모리 디바이스의 중심 영역(108) 내에 제공되고, 두
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꺼운 LOCOS 구조들(142, 144)은 상기 플래시 메모리의 주변 영역(109) 내에 제공된다. 상기 디바이스 및 공정은 "레이스

트랙" 문제, "산화물" 범프 문제 및 "스트링거" 문제의 영향을 받지 않는다. 상기 공정은 2개의 별개의 질화물 또는 하드 마

스크층들(118, 160)을 이용한다.

대표도

도 7

명세서

기술분야

본 발명은 집적회로 또는 반도체 디바이스에 관한 것이다. 특히, 본 발명은 반도체 기판상에 얇은 분리 구조와 두꺼운 분리

구조를 생성시키는 제조 방법에 관한 것이다.

배경기술

일반적으로, 반도체 디바이스 또는 집적회로(IC)는 분리 구조(isolation)를 생성하기 위해서 국부적인 실리콘의 산화(local

oxidation of silicon)(LOCOS)와 같은 선택적 산화를 이용할 수 있다. LOCOS는 종종 반도체 디바이스의 여러 부분들 또

는 구조들을 그 디바이스의 다른 부분들로부터 전기적으로 절연 또는 분리하기 위해서 사용된다. LOCOS는 전형적으로 패

드 산화물(pad oxide) 또는 라이너 산화물(liner oxide)을 성장시키는 단계와, 상기 라이너 산화물 위에 하드 마스크층을

증착하는 단계와, 상기 하드 마스크층을 에칭하는 단계와, 그리고 산화물 분리 구조를 성장시키는 단계를 포함한다. 상기

하드 마스크층은 질화물막(nitride film)일 수 있다. 상기 산화물 구조는 상기 기판에 열을 가함으로써 성장시킬 수 있다.

반도체 디바이스들에 대한 분리 영역들 또는 구조들은 적절한 전기적 분리 및 전하 캐리어 분리에 필요한 파라미터 또는

요건에 따라 크기가 달라질 수 있다. 예를 들면, 플래시 전기적 소거가능 프로그램가능 판독 전용 메모리(플래시

EEPROM)와 같은 메모리 디바이스에서는, 보다 큰 전압이 존재하는 디바이스의 주변 영역(입력/출력 회로를 위한 비중심

영역)에 보다 큰 분리 구조가 필요하게 된다. 반대로, 메모리 셀이 서로 조밀하게 밀집되어 있어 낮은 전압 레벨로 동작하

는 중심 영역(예를 들면, 메모리 셀 어레이)에는 보다 작은 분리 구조가 사용된다. 따라서, 다른 전압 요건, 불순물의 형태,

증가된 회로 패킹 밀도(circuit packing density), 불순물 농도 또는 IC 설계와 관련된 다른 기준 때문에, 반도체 디바이스

의 어느 영역은 큰 분리 구조를 필요로 하고, 다른 영역은 작은 분리 구조를 필요로 한다.

지금까지, 플래시 메모리와 같은 반도체 디바이스는 일반적으로 주변 영역에는 두꺼운 LOCOS 구조를 사용해 왔으며, 얇

은 LOCOS 구조는 2개의 별개의 선택적 산화 공정으로 성장되는 산화물 구조를 정의하기 위해서 2개의 별개의 임계 마스

크를 필요로 한다. 도 1 내지 도 6을 참조하면, 얇은 산화물 구조 및 두꺼운 산화물 구조를 형성하기 위한 종래의 공정이 이

하에 설명된다.

도 1에서, 반도체 구조 디바이스(12)는 계면(10)에 의해 분리된 중심 영역(8) 및 주변 영역(9)을 포함한다. 구조(12)는 기

판 또는 기저(base)(14)와, 패드 산화물층(16)과, 질화물층(18)을 포함한다. 구조(12)는 먼저 예비 마스크 또는 제로층 마

스크(zero layer mask)(도시되지 않음)에 따라 에칭되어 얼라인먼트 마크(alignment mark)를 정의한다.

도 2에서, 층(18)위에 소스 드레인 마스크층(20)이 형성되어 주변 영역(9) 안에 소스 및 드레인 영역을 정의한다. 층(20)은

중심 영역(8)을 완전히 덮는다. 층(20)이 도포된 후에, 구조(12)를 에칭하여 층(20)에 따라 영역(9)의 부분들에서 층(18)을

제거한다. 도 3에서는, 층(20)을 구조(12)로부터 스트립(strip)하여, 종래의 LOCOS 기술에 따라 구조(12)를 산화하여

LOCOS 분리 구조(24)를 형성한다. 이 단계 동안에, 중심 영역(8)의 층(18)도 또한 산화된다. 또한, LOCOS 구조(24)는 주

변 영역(9)의 나머지 부분에 비하여 경계 또는 계면(10)에서 비교적 얇다.

도 4에서는, 소스 드레인 마스크층(26)이 도포되어, 중심 영역(8)의 소스 및 드레인 영역 뿐만아니라 중심 영역(8)에 대한

분리 구조를 정의한다. 도 5에서는, 층(26)에 따라 구조(12)를 에칭하여, 중심 영역(8) 내의 층(18)의 부분을 제거한다. 그

러나, 얼라인먼트 에러로 인해, 층(26)이 계면(10)에 도달하지 않기 때문에(도 4), 계면(10)에 근접한 구조(24)의 부분들이

에칭될 수 있다. 구조(12)의 에칭은 주변 영역(9)의 구조(24)의 두께를 얇게 할 수 있다. 이 박막화(thinning)는 스텝

(step)(28)과 홈(groove)(30)을 유발할 수 있다. 구조(24)의 두께는 스텝(28)에서 1300Å보다 작을 수 있다. 도 6에서는,

종래의 LOCOS 기술에 따라 열처리로 분리 구조들(40 및 42)을 성장시킨다. 스텝(28)과 홈(30)은 구조(10)에 남는다. 구

조(24)의 두께는 홈(30)에서 1000Å보다 작을 수 있다.
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스텝(28)과 홈(30)은, 후속하는 제 1 폴리실리콘 공정, 산소-질화물-산소(ONO) 공정, 제 2 폴리실리콘 공정 및 자기-정

렬 에칭(self-aligned etched)(SAE) 공정 동안에 잉여(residue) 또는 "스트링거(stringer)" 문제를 가져올 수 있다. 스텝

(28), 홈(30) 안에 빠진 도전성 물질은 구조(24)가 얇기 때문에 의도하지 않는 게이트 구조를 생성하거나, 혹은 인접하는

구조를 전기적으로 단락시킬 가능성이 있다.

또한, 도 1 내지 도 6을 참조하여 논의된 공정 동안에, 층(18)은 2개의 산화 단계들을 거치는데, 이것은 구조들(40 및 42)

과 관계되는 "버드 비크(bird beaks)"의 상부에 "산화물 범프(oxide bumps)"를 생성시킬 수 있다. 상기 산화물 범프는 구

조들(24, 40 및 42)의 형성에 관련하는 이중 산화 공정에 의해 야기되는, 층(18)의 물질 표면 응력에 의한 것일 수 있다. 또

한, 스텝(28)에 의해, 계면(10)에서의 구조(24)의 두께의 차이에 관한 "레이스 트랙(race track)" 토포그래피(topography)

의 문제가 생길 수 있다. 상기 레이스 트랙 토포그래피의 문제는 포토레지스트가 구조(12)상에 제공되어 레이스 트랙 형태

의 홈 또는 레인(lane)을 포함할 때 명백하게 나타난다.

따라서, 주변 영역과 중심 영역 간의 계면 영역에서의 스텝 변화가 최소한인, 두꺼운 분리 구조와 얇은 분리 구조를 포함한

반도체 디바이스가 필요하다. 또한, 중심 영역의 하드 마스크층에 응력을 주지 않는 두꺼운 분리 구조와 얇은 분리 구조를

갖춘 집적회로를 제조하는 방법이 필요하다. 또한, "레이스 트랙" 문제와, "스트링거" 문제 및 "산화물 범프" 문제에 영향을

덜 받는 두꺼운 LOCOS 구조와 얇은 LOCOS 구조를 제조하는 방법이 필요하다.

US-A-5,128,274는 적어도 2개의 서로다른 두께를 갖는 LOCOS 절연막을 구비한 반도체 디바이스를 제조하는 방법을

개시한다. 이 공정에서는, 단일 하드 마스크층이 2회 에칭되는데, 제 1 에칭에 의해서는 두꺼운 LOCOS 구조를 성장시키

기 위한 영역들이 형성되고, 상기 제 2 에칭에 의해서는 얇은 LOCOS 구조를 성장시키기 위한 영역들이 형성된다.

US-A-4,520,553은 게이트 전극에 자기-정렬된 소스 및 드레인 영역에 접촉들을 갖는 집적된 절연-게이트 전계-효과 트

랜지스터를 제조하는 공정을 개시한다. 상기 게이트 영역과 상기 소스 및 드레인 영역들을 정의하기 위해서 산화 마스킹층

이 이용되고, 상기 층은 또한 상기 소스 영역 및 드레인 영역의 절연층이 상기 게이트 절연층보다 더 두껍게 되도록 제조하

기 위해서 이용된다.

발명의 상세한 설명

본 발명에 따르면, 기판 위에 제 1 하드 마스크층을 증착하는 단계를 포함하는 집적회로 제조 방법으로서, 상기 제 1 하드

마스크층 위에 제 1 에칭 레지스트층을 제공하는 단계와, 상기 제 1 에칭 레지스트층은 서로 다른 두께를 갖는 제 1 및 제

2 LOCOS 구조들에 대한 개구부들을 정의하고; 상기 제 1 에칭 레지스트층을 관통하여 상기 제 1 하드 마스크층을 에칭하

여, 상기 하드 마스크층에 대응하는 개구부들을 형성하는 단계와; 상기 하드 마스크층의 상기 개구부들 중 제 1 개구부에

제 1 LOCOS 구조를 성장시키고, 상기 하드 마스크층의 상기 개구부들 중 제 2 개구부에 제 2 LOCOS 구조를 성장시키는

단계와, 상기 제 1 개구부는 상기 기판의 중심 영역 위에 배치되고, 상기 제 2 개구부는 상기 기판의 주변 영역 위에 배치되

고, 상기 중심 영역과 상기 주변 영역 간에는 계면 영역이 위치하고; 상기 제 1 하드 마스크층을 스트립하는 단계와; 상기

기판 위에 제 2 하드 마스크층을 형성하는 단계와; 상기 제 2 하드 마스크층 위에 제 2 에칭 레지스트층을 제공하는 단계

와, 상기 제 2 에칭 레지스트층은 상기 주변 영역의 상기 제 2 LOCOS 구조 위에 형성된 개구부를 포함하고; 상기 제 2 에

칭 레지스트층의 상기 개구부를 관통하여 상기 제 2 하드 마스크층을 에칭하여, 상기 제 2 하드 마스크층 내에 대응하는 개

구부를 형성하는 단계와; 그리고 상기 제 2 하드 마스크층의 상기 개구부 내에 LOCOS 구조를 성장시켜서 상기 제 1

LOCOS 구조에 비하여 상기 제 2 LOCOS 구조의 두께를 증가시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.

상기 중심 영역과 상기 주변 영역 간의 계면 영역은 유리한 제조 기술에 의해 비교적 균일한 분리(예를 들면, 현저한 스텝

다운이나 홈이 없음)를 갖는다. 유리한 공정은 잉여 또는 "스트링거"의 문제를 줄인다. 또한, 유리한 제조 공정은 상기 중심

영역의 산화물 구조상에 형성되는 "산화물 범프"의 영향을 덜 받게 되고, 포토레지스트의 "레이스 트랙" 문제가 발생할 가

능성을 줄인다. 본 발명의 일 실시예와 관련된 다른 장점에 있어서, 필드 산화물에의 붕소 편석(segregation)은 필드 산화

물이 형성된 후에 붕소가 집적회로에 주입되기 때문에 감소되거나 없어진다.

삭제

삭제

삭제

삭제

도면의 간단한 설명
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이하, 첨부 도면들과 관련하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 설명하기로 한다. 여기서, 동일한 참조번호들은 동일한 요

소들을 나타낸다.

도 1은 종래의 LOCOS 형성 공정에서의 제 1 단계를 예시하는 반도체 디바이스의 단면도이고;

도 2는 종래의 LOCOS 형성 공정에서의 제 2 단계를 예시하는, 도 1에 도시된 상기 반도체 디바이스의 단면도이고;

도 3은 종래의 LOCOS 형성 공정에서의 제 3 단계를 예시하는, 도 2에 도시된 상기 반도체 디바이스의 단면도이고;

도 4는 종래의 LOCOS 형성 공정에서의 제 4 단계를 예시하는, 도 3에 도시된 상기 반도체 디바이스의 단면도이고;

도 5는 종래의 LOCOS 형성 공정에서의 제 5 단계를 예시하는, 도 4에 도시된 상기 반도체 디바이스의 단면도이고;

도 6은 종래의 LOCOS 형성 공정에서의 제 6 단계를 예시하는, 도 5에 도시된 상기 반도체 디바이스의 단면도이고;

도 7은 본 발명의 일 실시예에 따르는 중심 영역의 얇은 분리 구조와 주변 영역의 두꺼운 분리 구조를 포함한 반도체 구조

의 단면도이고;

도 8은 상기 반도체 구조를 제조하는데 이용되는 방법에서의 제 1 단계를 예시하는, 도 7에 도시된 상기 반도체 구조의 단

면도이고;

도 9는 상기 반도체 구조를 제조하는데 이용되는 방법에서의 제 2 단계를 예시하는, 도 8에 도시된 상기 반도체 구조의 단

면도이고;

도 10은 상기 반도체 구조를 제조하는데 이용되는 방법에서의 제 3 단계를 예시하는, 도 9에 도시된 상기 반도체 구조의

단면도이고;

도 11은 상기 반도체 구조를 제조하는데 이용되는 방법에서의 제 4 단계를 예시하는, 도 10에 도시된 상기 반도체 구조의

단면도이고;

도 12는 상기 반도체 구조를 제조하는데 이용되는 방법에서의 제 5 단계를 예시하는, 도 11에 도시된 상기 반도체 구조의

단면도이고; 그리고

도 13은 상기 반도체 구조를 제조하는데 이용되는 방법에서의 제 6 단계를 예시하는, 도 12에 도시된 상기 반도체 구조의

단면도이다.

실시예

도 7을 참조하면, 반도체 디바이스 또는 구조(112)는 중심 영역(108), 계면 영역(110) 및 주변 영역(109)을 포함한다. 구

조(112)는 기판 또는 기저(114)와, 산화물 분리 구조(146)와, 산화물 분리 구조(148)를 포함한다.

구조(112)는 상보성 금속 산화물 반도체(CMOS) 공정, 바이폴라 공정 또는 다른 반도체 공정들과 같은 다양한 반도체 공

정들 중 어느 공정으로 만들어지는 어떠한 형태의 반도체 디바이스 또는 그의 부분일 수 있다. 폴리실리콘층, 절연층 및 금

속층과 같은 구성 요소 및 구조가 제공되기 전의 구조(112)가 도 7에 나타난다.

반도체 구조(112)는 다수의 전자 구성 요소를 포함한 집적회로(IC)의 전체 또는 일부일 수 있다. 반도체 구조(112)의 기저

(114)는 바람직하게는 실리콘 또는 다른 반도체 구조(112)이며, P-형 불순물 또는 N-형 불순물로 도핑될 수 있다. 구조

(112)는 N-형 및 P-형 웰(well)에 제작되는 CMOS 트랜지스터를 포함할 수 있다.

바람직하게는, 구조(112)는 플래시 EPROM과 같은 메모리 디바이스의 적어도 일부이다. 상기 메모리 디바이스는 중심 영

역(108)에 제공되는 메모리 셀들과, 주변 영역(109)의 입력/출력 또는 구동 회로를 포함한다. 중심 영역(108)은 낮은 전압

영역(예를 들면, 2.7V 이하)이다. 주변 영역(109)은 바람직하게는 구동 회로를 포함하여 더 높은 전압 영역(예를 들면,

3.3V 이상)이다. 계면 영역(110)은 영역(108)과 영역(109) 간의 경계(111)에 인접한다.
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중심 영역(108)은 분리 구조들(146 및 148)을 포함하고, 주변 영역(109)은 분리 구조들(142 및 144)을 포함한다. 구조들

(146 및 148)은 바람직하게는 2,000Å의 두께를 갖는 얇은 LOCOS 구조들이다. 구조들(142 및 144)은 바람직하게는

4,000Å의 두께를 갖는 두꺼운 LOCOS 구조들이다. 구조(142)는 계면 영역(110)을 거쳐 영역(108)에 연장된다. 구조들

(142, 144, 146 및 148)은 선택적 열적 필드 산화물 공정으로 성장된다.

시스템 파라미터들 및 설계 요건들은 구조들(142, 144, 146 및 148)에 대해 다양한 치수를 정의할 수 있다. 예를 들면, 기

저(114) 내 및 위에 집적된 트랜지스터의 크기와 간격이 감소함에 따라, 구조들(142, 144, 146 및 148)의 폭과 깊이도 이

와 같이 감소할 수 있다. 또한, 전압 파라미터가 기저(114) 내에 집적된 기능적 유닛에 대해 변화함에 따라, 분리 구조들

(142, 144, 146 및 148)의 치수 관계도 변화할 수 있다. 따라서, 구조(112)의 설계에 관련하는 시스템 구성 및 제조 파라

미터는 구조들(142, 144, 146 및 148) 뿐만 아니라 영역들(108, 109 및 110)의 치수를 정의하는 역할을 할 수 있다.

반도체 구조(112)의 제조가 도 7 내지 도 13을 참조하여 이하에 더 상세하게 설명된다. 도 8에서, 반도체 구조(112)는 기

판층 또는 기저(114)와, 산화물막 또는 패드 산화물층(116)과, 질화물층(118)을 포함한다. 상기 기저(114)는 바람직하게

는 실리콘(Si)이고 N-형 웰을 위해서는 인으로, 또는 P-형 웰을 위해서는 붕소로 도핑될 수 있고, 층들(116 및 118)보다

상당히 두껍다. 패드 산화물층(116)은 열처리에 의해 약 150-250Å의 두께까지 기저(114)의 상부에 성장된다. 질화물층

(118)은 화학 기상 증착(CVD)에 의해 패드 산화물층(116)의 상부에 1,700Å 두께의 층으로 증착된다. 대안적으로, 물리

기상 증착(PVD), 스퍼터링 증착, 콜리메이트 스퍼터링 증착(collimated sputtering deposition), 디핑(dipping), 기화

(evaporating) 또는 다른 도포 기술에 의해 층들(116 및 118)을 증착할 수도 있다.

질화물층(118)은 하드 마스크층이다. 층(118)은 실리콘 질화물(Si3N4)로 구성되고, 아래에 있는 기판(114)의 산화를 막는

역할을 한다. 층(118)은 또한 반사-방지 코팅(anti-reflective coating)이기도 하다. 패드 산화물층(116)은 구조(112)에

대해 기저(114)와 층(118) 간의 응력 완화를 제공한다. 대안적으로, 층(118)은 임의의 하드 마스크층이 될 수 있다.

도 9를 참조하면, 층(118)의 상부에 에칭 레지스트층(152)이 선택적으로 도포된다. 에칭 레지스트층(152)은 바람직하게

는 구조들(142, 146 및 148)에 대한 공간(154)을 정의하는 포토레지스트층이다. 종래의 공정과는 달리, 웰 영역들은 영역

들(108 및 109) 내에 아직 정의되지 않는다. 구조(112)는 건식 에칭(예를 들면, 플라즈마 에칭)에 의해 에칭되어 층(118)

내에 간격들(156)을 형성한다(도 10). 구조(112)의 이러한 에칭은 또한 구조(112)에 대한 얼라인먼트 마크를 정의하는 역

할을 함으로써, 제로 마스크층의 필요성을 없앨 수 있다. 층(152)(도 9)은 구조(112)로부터 제거되거나 스트립핑된다. 도

10을 참조하면, LOCOS 공정에 따라 구조(112)를 산화시켜서 구조들(142, 146 및 148)을 형성한다. 구조들(142, 146 및

148)은 1000Å 내지 3000Å의 두께까지, 바람직하게는 2000Å 내지 2500Å 이하까지 성장된다. 층(152)이 제거된 후,

질화물층(118)이 제거되거나 스트립핑된다. 층(118)은 고온 인산 습식 스트립 공정(hot phosphoric acid wet strip

process), 다른 에칭 공정 또는 다른 제거 공정에 의해 제거될 수 있다.

도 11을 참조하면, 층(118)을 제거한 후, 중심 영역(108) 및 주변 영역(109)에 대한 웰들은 웰 마스킹 단계, 웰 주입 단계

및 웰 드라이빙 단계에 의해 정의된다. 웰들이 정의된 후, 구조들(142, 146 및 148)과 층(116) 위에 하드 마스크 또는 질화

물층(160)을 증착한다. 층(160)은 바람직하게는 층(118)(도 10)과 유사하고, 1700Å의 두께를 갖는다.

도 12를 참조하면, 층(160) 위에 에칭 레지스트층(162)이 제공된다. 에칭 레지스트층(162)은 바람직하게는 공간(166)을

갖는 구조(142) 및 구조(144)를 정의하도록 선택적으로 제공되는 포토레지스트층이다. 층(162)은 바람직하게는 영역

(108)을 완전하게 덮는다.

도 13을 참조하면, 층(160)을 에칭하여 공간들(168)을 정의한다. 건식 에칭에 의해 층(160)을 에칭하고 층(162)을 제거한

후에, 구조(112)는 LOCOS 기술에 따라 열처리를 거쳐서, 구조들(144 및 142)(도 7)을 형성한다. 바람직하게는 구조들

(144 및 142)은 주변 영역(109)에서 4000Å의 두께까지 성장된다.

영역(108)의 층(160)은 이 제 2 LOCOS 공정 동안에 구조들(146 및 148)이 더 성장하지 못하게 한다. 구조(142)는 층

(160)의 에지(edge)(168)(도 13)까지 성장한다. 구조들(142 및 144)을 성장시킨 후, 고온 인산 습식 스트립 공정에 의해

층(160)을 제거한다. 대안적으로, 다른 에칭 또는 제거 기술을 이용하여 층(160)을 제거할 수도 있다.

도 6 및 도 7을 참조하면, 구조들(144 및 142)(도 7)은 구조(24)(도 6)와 비교하면, 비교적 균일한 두께를 갖는다. 구조

(142)(도 7)는 계면 영역(110) 전반에 걸쳐서 비교적 균일한 두께를 갖는다. 2개의 하드 마스크층(118 및 160)을 사용함
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으로써, 유리하게는, 도 1 내지 도 6을 참조하여 논의된 종래의 공정에 관련된 잉여 또는 스트링거의 문제를 없애거나 줄인

다. 따라서, 구조(112)는 오버에칭의 문제가 현저하게 감소되기 때문에 구조들(142, 144, 146 및 148)에 관련하는 분리

구조 두께를 최적화할 수 있다.

또한, 중심 영역(108)의 소스 드레인 정의는 후속의 깊은 N-웰, P-웰 및 N-웰 주입 마스크를 위한 타겟으로서 이용될 수

있어, 이에 의해 제로층 마스크의 필요성을 제거한다. 또한, 각 질화물층(118 및 160)은 오직 1회의 산화 공정만을 거치기

때문에, 도 7 내지 도 13을 참조하여 논의된 공정은 "산화물" 범프의 문제를 줄인다. 따라서, 상기 방법은 유리하게는 중심

영역(108)의 산화된 질화물로 인해 중심 영역(108) 내에 필드 에지 결함을 가져올 수 있는 물질 표면 응력을 없앤다. 또한,

상기 방법은 계면 영역(110)에서의 구조(142)의 필드 산화물 두께의 토포그래피 차이로 인한 불균일 "레이스 트랙"의 문

제를 줄인다.

주어진 세부 도면 및 특정 예를 이용하여 본 발명의 바람직한 실시예들을 설명하였지만은, 이 실시예들은 단지 예시를 위

한 것일 뿐이다. 본 발명은 개시된 정확한 세부사항, 방법, 물질 및 조건에 한정되지 않는다. 예를 들면, 건식 에칭과 습식

스트립핑이 제안되지만, 다른 공정으로도 물질을 제거할 수 있다. 또한, 특정의 치수가 기재되지만, 분리 영역과 관련된 다

른 치수가 이용될 수도 있다. 도면들에 도시된 치수, 크기, 두께 및 형상은 예시적으로만 도시된 것이다. 다양한 층들, 트렌

치들(trenches) 및 라인들은 집적회로(IC) 설계 및 공정 기술에 따라 서로 다른 두께 및 기하 구조(geometry)를 가질 수

있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

기판(114) 위에 제 1 하드 마스크층(118)을 증착하는 단계를 포함하는 집적회로(112) 제조 방법으로서,

상기 제 1 하드 마스크층(118) 위에 제 1 에칭 레지스트층(152)을 제공하는 단계와, 상기 제 1 에칭 레지스트층(152)은 서

로 다른 두께를 갖는 제 1 및 제 2 LOCOS 구조들에 대한 개구부들(154)을 정의하고;

상기 제 1 에칭 레지스트층(152)을 관통하여 상기 제 1 하드 마스크층(118)을 에칭하여, 상기 하드 마스크층에 대응하는

개구부들(156)을 형성하는 단계와;

상기 하드 마스크층(118)의 상기 개구부들(156) 중 제 1 개구부에 제 1 LOCOS 구조(146, 148)를 성장시키고, 상기 하드

마스크층(118)의 상기 개구부들(156) 중 제 2 개구부에 제 2 LOCOS 구조(142)를 성장시키는 단계와, 상기 제 1 개구부

는 상기 기판(114)의 중심 영역(108) 위에 배치되고, 상기 제 2 개구부는 상기 기판의 주변 영역(109) 위에 배치되고, 상기

중심 영역(108)과 상기 주변 영역(109) 간에는 계면 영역(110)이 위치하고;

상기 제 1 하드 마스크층(118)을 스트립하는 단계와;

상기 기판 위에 제 2 하드 마스크층(160)을 형성하는 단계와;

상기 제 2 하드 마스크층(160) 위에 제 2 에칭 레지스트층(162)을 제공하는 단계와, 상기 제 2 에칭 레지스트층(162)은 상

기 주변 영역(190)의 상기 제 2 LOCOS 구조(142) 위에 형성된 개구부(166)를 포함하고;

상기 제 2 에칭 레지스트층(162)의 상기 개구부(166)를 관통하여 상기 제 2 하드 마스크층(160)을 에칭하여, 상기 제 2 하

드 마스크층 내에 대응하는 개구부(168)를 형성하는 단계와; 그리고

상기 제 2 하드 마스크층(160)의 상기 개구부(168)에 LOCOS 구조(142)를 성장시켜서 상기 제 1 LOCOS 구조에 비하여

상기 제 2 LOCOS 구조의 두께를 증가시키는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 집적회로(112) 제조 방법.

청구항 2.

제 1 항에 있어서,
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상기 제 1 하드마스크층 및 제 2 하드 마스크층은 질화물층인 것을 특징으로 하는 집적회로(112) 제조 방법.

청구항 3.

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,

상기 집적회로는 메모리 회로인 것을 특징으로 하는 집적회로(112) 제조 방법.

청구항 4.

제 3 항에 있어서,

상기 메모리 회로는 플래시 메모리 회로인 것을 특징으로 하는 집적회로(112) 제조 방법.

청구항 5.

제 2 항에 있어서,

상기 제 1 질화물층 및 제 2 질화물층은 화학 기상 증착에 의해 제공되는 것을 특징으로 하는 집적회로(112) 제조 방법.

청구항 6.

제 1 항에 있어서,

상기 제 1 하드 마스크층의 에칭은 얼라인먼트 마크를 남기는 것을 특징으로 하는 집적회로(112) 제조 방법.

청구항 7.
삭제

청구항 8.
삭제

청구항 9.
삭제

청구항 10.
삭제

도면
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도면1
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도면2
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도면3
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도면4
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도면5
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도면6
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도면7
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도면9
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도면10
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도면11

등록특허 10-0537812

- 18 -



도면12
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도면13
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